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Unipolarny tranzistor
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*Su to napatovo-riadené suciastky s vysokou vstupnou

impedanciou FETy

*FETy su teplotne stabilnejSie ako bipolame tranzistory .
*VVyroba FETov je jednoduchSia ako vyroba bipolarnych

a.) tranzistorov, lebo vyZaduje menej maskovacich krokov a

menej difuzii. Vacsia pocet suciastok (na jeden Cip.

*Pre malé hodnoty napéatia medzi kolektorom a emitorom
sa FETy chovaju ako napatim riadené rezistory .
*\/ysoka vstupna impedancia FETov dovoluje uchovat
naboj k vstupu pripojeného kondenzatora pomerme diho.
Dynamické pamate

*Tiez Siroka Skala obvodov zaloZen& na spinani
kondenzatorov (angl.switched capacitors — SC) vyuziva

b.) mozZnost tvorby kondenzatorov s presnym pomerom ich

hodn6t a vysokého vstupného odporu na odcitanie na nich
zaregistrovaného napatia.

*VVykonové FETy mdzu rozptylit vacsi vykon a spinat vel'ké
pruady .

Nevyhody :

*FETy maju obyc€ajne horsiu frekvencnu odpoved z dévodu
vysokej vstupnej kapacity .

*Niektoré typy FETov maju horSiu linearitu.

*FETy mb&zu byt zniCené pri manipulacii désledkom
statickej elektriny. Paralelne k vstupnému hradlu
implantované napatové obmedzovace.



5 Unipolarny tranzistor
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5 Unipolarny tranzistor
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5.4  Modely polom riadenych tranzistorov

Model pofom riadeného tranzistora v oblasti otvoreného kanalu

— " -" ..T 1

Uks

=
—_ =L W — 22
l |'..'_§. v e =g 3

Ugs =g — U
l'—r'-.'.: L J l (i o "
i l ] L l

Model pofom riadeného tranzistora v oblasti saturacie
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Linearizovany model polom riadeného tranzistora v oblasti saturacie
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5.4

Linearizovany model FE tranzistorov

Linearizovany model polom riadeného tranzistora v oblasti saturacie
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5.5  Aplikacie polom riadenych tranzistorov

Aplikacie J FET tranzistorov a MOS FET tranzistorov v ochudobriovanom mode

Rovnice uréujuce pracovny bod
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5.5  Aplikacie polom riadenych tranzistorov

Aplikacie MOS FET tranzistorov v obohacovanom mode
Hradlo musi byt kladnejSie

Rovnice uréujuce pracovny bod
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9.5 Nastavenie pracovného bodu sériovym kondenzatorom

Aplikacie JFET tranzistorov s premennym zosilnenim Dolna medzna frekvencia
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5.5 MOS FET tranzistor ako odpor

Pouzitie obohacovaného MOS FET tranzistora
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5.5 MOS FET tranzistor ako spina¢

Pouzitie MOS FET tranzistora k spolo¢nej zemi
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Pouzitie MOS FET tranzistora ako sériového spinaca zdroja na zataz

R otvorenie :
Ql(P - kan) = UGSl < U1min +UP1;
UGUT
zatvorenie :

Q.(P—kan) = Ugg, >U, . +Upy;

Qz (N - kan) = UGsz > Ulmax + UP2

Q,(N—kan) = Ugg, <U, i, +Up,
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5 Cislicové obvody CMOS

Dva stavy CMOS invertora

Pracovné body PLa

P invertujuceho Unp Uno
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Ueo oranal N t?lqd Pl Nekanal Vystupny stav Vystupny stav
-kana %/ Oslinovaca el -
Ui=0 .,-\_. nov Us=Uzo hradla L hradla H
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.
U U l
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'UDD
_l |_| Dva typy CMOS logickych hradiel
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